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Полупроводниковые нанопровода являются перспективным материалом для 
создания полупроводниковых приборных структур с улучшенными характеристи-
ками, таких как приборы опто- и наноэлектроники[1], газовые и био- сенсоры[2]. 
Помимо определения электрофизических свойств нанопроводов, существует про-
блема определения механических параметров данных объектов. Известно не-
сколько подходов по определению механических свойств нанопроводов: возбуж-
дение колебаний нанопроводов на резонансной частоте[3], переменным элек-
трическим полем и квазистатическое сгибание нанопроводов методами атомно-
силовой микроскопии[4]. 

В данной работе исследовались механические свойства GaAs нанопроводов 
методами атомно-силовой микроскопии. Использовался атомно-силовой микро-
скоп Ntegra Aura производства компании NT-MDT (г.Зеленоград) и кремниевые 
зонды NSG 11 (NT-MDT). Нанопровода были выращены на (111) GaAs подложке 
VLS методом в MBE системе. В качестве катализатора использовались капли Ga. 
Исследовались наклонные нанопровода выращенные под углом 19° к подложке. 
Зонд атомно-силового микроскопа приводился в контакт с незакреплённым кон-
цом нанопровода и измерялись нагрузочно-разгрузочные кривые. Факт того что 
балка зонда располагалась параллельно исследуемому нанопроводу, приводил 
к отсутствию эффекта плуга и гистерезиса на нагрузочно-разгрузочных кривых. Это 
позволило более точно определить жёсткость исследуемого нанопровода. 

Жёсткость нанопровода определялась по формуле:  

1)- /s/(skk NWsubcantNW  . Где kcant - жёсткость зонда, ssub - наклон нагрузочно-

разгрузочной кривой записанной на подложке, sNW - наклон нагрузочно-
разгручной кривой записанной на нанопроводе. Используя найденное значение 
жёсткости нанопровода, вычислялся модуль Юнга по формуле:  
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 , где L длина нанопровода, d  диаметр нанопровода. 
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Был определён модуль Юнга для GaAs нанопроводов различных диаметров 
и различного типа легирования. Для нанопроводов диаметром 130 нм и 160 нм 
полученный модуль Юнга составил (4,52±1,82)*1010 Па и (12,8±2,18)*10 Па соответ-
ственно. Эти значения являются сопоставимыми с модулем Юнга объёмного GaAs 

величина которого составляет 8,59*1010 Па.Также был определен предел прочно-
сти для нанопровода диаметром 150 нм и он составил 1,82*1010 Па. 

Работа поддержана грантом Президента РФ «Ведущие научные школы» НШ-
3306.2010.2. 
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